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１．概要（Summary） 

高移動度かつ導電性制御が可能な多結晶シリコン

(poly-Si)薄膜トランジスタ(TFT)を、塗布材料を用いた印

刷技術によって作製する手法が着目を集めている。 

600℃程度の高温アニールを必要とする poly-Si TFT を

ガラス基板やプラスティック基板上に形成する技術として、 

レーザーアニールが用いられる。当研究グループでは、 

塗布材料に対する CO2 レーザーアニールにより TFT ゲ

ート絶縁膜を形成する手法について研究を行っている。 

本研究では、この絶縁膜を用いた poly-Si TFT の実現可

能性について検討を行った。  

 

２．実験（Experimental） 

利用した装置: プラズマ CVD 装置 

poly-Si TFT の作製プロセスとして、まず、プラズマ

CVD により、合成石英基板上に非晶質シリコン(a-Si)薄

膜を堆積し、エキシマレーザーアニールにより結晶化を行

った。この poly-Si 薄膜に対して、フォトリソグラフィーおよ

びドライエッチングによりパターニングを行った後、ペルヒ

ドロポリシラザン(PHPS)溶液をスピンコートにより塗布した。 

溶媒乾燥後、大気中にて CO2 レーザー照射(波長: 10.6 

µm、繰返し周波数: 100 kHz、ショット数: 2000、フルエン

ス: 20 mJ/cm2)を行い、SiO2 膜を形成した。ゲート電極を

形成後、P+イオン注入、活性化アニールを行い、セフル

アラインプロセスによって poly-Si 薄膜の n+領域を形成し

た。さらに、コンタクトホールを形成した後、ソース・ドレイン

電極の形成を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した TFT における出力特性では、明瞭なトランジ

スタ動作を示した。また、Fig. 1に作製した TFTの伝達特

性を示す。電界効果移動度は、25 cm2/Vs であり、比較

のため作製したプラズマ CVD 堆積 SiO2 の TFT(電界効

果移動度: 30 cm2/Vs)と同程度の性能を有することが分

かった。以上の結果により、塗布材料から CO2 レーザーア

ニールによって形成した SiO2 ゲート絶縁膜が TFT に応

用可能であることを示した。 

 

Fig. 1 Transfer characteristics of poly-Si TFTs with 

a gate SiO2 utilizing CO2 laser annealing 
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